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研究背景 

CdTe に対する不純物ポストドーピングは従来から困難であるとされてきたが，昨今開発され

たレーザードーピング法によって課題は克服されつつある．しかしドーパントが全て活性化して

いるわけではなく，ドープ領域におけるキャリア密度の向上には不活性なドーパントの活性化が

必要であるが，CdTe は加熱処理によりキャリアの移動度が低下することが知られていることか

ら，不活性なドーパントの活性化を促すために通常行われるアニール処理は不向きであると考え

られてきた．一方私たちは界面直接レーザードーピング法を用いることで作製された pn 接合型

CdTe ダイオードに対して加熱処理を施した際に，電流電圧特性の劣化は見られなかったことか

ら，CdTe へのアニール処理が可能である可能性を報告した．そこでレーザードーピング法を用い

て作成した pn 接合型 CdTe ダイオードに対しアニール処理を施し，作製したサンプルに対し各

種測定を行うことでポストドーピングされた CdTe に対するアニール効果について検討した． 

実験方法及び結果 

Acrorad 社製 10mm×10mm×0.75mm の p-型 CdTe を使用してホール効果測定用のサンプル

を作製した．In 薄膜を CdTe に蒸着し，n+層形成のため，CdTe に吸収が殆どない波長 1064nm

の Nd:YAG レーザーを CdTe 側から照射することで In 薄膜と CdTe の界面に直接照射した．レ

ーザーのエネルギーを 5mJ/cm2,25mJ/cm2,50mJ/cm2 にそれぞれ分けることで３パターンのサン

プルを作製した．その後直径 1.5mm の測定用円形 In 電極を 4 箇所(5mm×5mm 四方の n+層の四

隅)に蒸着した． 作製した各サンプルにおいて，4 電極間の I-V 測定結果の各結果の平均値を Fig 

1 に示す．Fig 1 より，50mJ/cm2 のエネルギーでレーザーを照射したサンプルのみがオーミック

接触が取れていることが分かる．これはエネルギーを上げたことによりキャリア密度が増加した

ことによるものと考えられる．アニール処理による電極間の I-V 測定結

果の変化及びキャリア密度の変化といった詳細は当日議論する． 

Fig. 2 : I-V measurement result of each samples Fig. 1 : Outline drawing of the fabricated sample 
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